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Beschreibung 
LDMOS -Trans is tor 

Die vorliegende Erfindung betrifft einen lateralen doppeldif- 
fundierten MOS-Feldef f ekttransistor , kurz auch LDMOS- 
Transistor genannt, mit einer in einer Halbleiterschicht des 
einen Leitungstyps vorgesehenen Bodyzone des anderen, zum 
einen Leitungstyp entgegengeset zten Leitungstyps, einer in 
der Bodyzone gelegenen hochdotierten Sourcezone des einen 
Leitungstyps, einer in der Halbleiterschicht im Abstand von 
der Bodyzone vorgesehenen hochdotierten Drain-Anschlusszone 
des einen Leitungstyps und einem Gate, zu dem die Bodyzone 
selbst j ustiert ist. 

In Fig. 5 ist in einer Schnittdarstellung ein herkommlicher 
LDMOS-Transistor mit einem n-Kanal gezeigt (vgl. hierzu T. 
Efland: Lateral DMOS Structure Develepment for Andvanced 
Power Technologies in TI Technichal Journal, Marz-April 1994, 
S. 10-24). Bei einem p-Kanal-Transistor sind die angegebenen 
Leitungstypen umgekehrt. Der Transistor selbst kann in einer 
epitaktischen Schicht, die auf einem Halbleitersubstrat auf- 
gebracht ist, vorgesehen sein. Dabei kann eine hochdotierte 
vergraben.e__§chicht ("Buried Layer") zwischen dem Halbleiter- 
substrat und der epitaktischen Schicht liegen. Dieser Buried 
Layer, der gegebenenf alls auch weggelassen werden kann, kann 
den zum Leitungstyp der epitaktischen Schicht gleichen oder 
entgegengesetzten Leitungstyp haben. Das Halbleitersubstrat 
hat vorzugsweise den zum Leitungstyp der epitaktischen 
Schicht entgegengesetzten Leitungstyp. Im Folgenden soil zur 
Vereinf achung der Darstellung von einem n-Kanal-Transistor 
ausgegangen werden, obwohl selbstverstandlich auch der umge- 
kehrte Leitungstyp und weitere Varianten moglich sind. Als 
Halbleitermaterial fur den Transistor soli Silizium angenom- 
men werden. Anstelle von Silizium kann aber auch ein anderes 
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Halbleitermaterial, wie beispielsweise Siliziumcarbid, Ver- 
bindungshalbleiter usw. vorgesehen sein. 

Bei dem her kommlichen LDMOS-Transistor von Fig. 5 ist auf 
einem p-leitenden Siliziumsubstrat 1 eine n-leitende epitak- 
tische Siliziumschicht 2 vorgesehen. Zwischen dem Silizium- 
substrat 1 und der epitaktischen Schicht 2 liegt ein n + - 
leitender Buried Layer (vergrabene Schicht) 3. Der Buried 
Layer 3 kann durch Implantation und Diffusion in das Substrat 
1 vor Abscheidung der epitaktischen Schicht 2 und Ausdiffusi- 
on nach Abscheidung der Schicht 2 gebildet sein. 

In der epitaktischen Schicht 2 befinden sich eine p-leitende 
Bodyzone 4 mit einem p"-leitenden Body-Anschlussgebiet 5 und 
einer n + -leitenden Sourcezone 6, an die sich unterhalb von 
polykristallinem Silizium von Gate 11 ein Kanal in der Body- 
zone 4 anschlieftt. AuUerdem ist im Abstand von der Bodyzone 4 
eine starker als die epitaktische Schicht 2 dotierte n- 
leitende Pufferzone 7 mit einem n + -leitenden Drain- 
Anschlussgebiet 8 vorgesehen. Die Zone 7 und/oder das An- 
schlussgebiet 8 konnen gegebenenf alls auch weggelassen wer- 
den. Auf einer dicken Isolierschicht 9 aus Feldoxid aus bei- 
spielsweise Siliziumdioxid und auf einer dunnen Isolier- 
schicht l.p._aus Gateoxid, wie beispielsweise ebenfalls Silizi- 
umdioxid, befindet sich Gate 11 aus polykristallinem Silizium 
oder auch einem anderen geeigneten leitenden Material. 

Das Body-Anschlussgebiet 5 ist mit einer Bodyelektrode B 
versehen, wahrend die Sourcezone 6 mit einer Sourceelektrode 
S verbunden ist. Die Bodyelektrode und die Sourceelektrode 
sind in bevorzugter Weise zu einer Elektrode S zusammenge- 
schlossen. Gate 11 ist mit einer Gateelektrode G versehen, 
wahrend das Drain-Anschlussgebiet 8 an eine Drainelektrode D 
angeschlossen ist . 
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Der Strompfad zwischen der Sourceelektrode S und der Draine- 
lektrode D ist durch einen Widerstand R veranschaulicht . Der 
Widerstandswert dieses Widerstandes R hangt von der an Gate 
11 liegenden Spannung Vgs (Vgs = Gate-Source-Spannung) ab. 
Das Kanalgebiet in der Bodyzone 4 ist schematisch durch den 
entsprechenden Teil des Symbols eines MOS-Feldef f ekttransis- 
tors dargestellt. 

Bei dem LDMOS von Fig. 4 sind die Bodyzone 4 und die Source- 
zone 6 selbst justiert uber ein Loch in der Gate 11 bildenden 
polykristallinen Siliziumschicht implantiert, so dass die 
Lange des Kanales zwischen der Sourcezone 6 und der epitakti- 
schen Schicht 2 in der Bodyzone 4 sich aus der dif f erentiel- 
len Ausdiffusion der Sourcezone 6 und der Bodyzone 4 nach 
deren Implantation ergibt. Drain besteht aus dem Gebiet in 
der epitaktischen Schicht 2 unterhalb der dicken Isolier- 
schicht 9, der Pufferzone 7 und dem Drain-Anschlussgebiet 8. 
Die Pufferzone 7 und das Drain-Anschlussgebiet 8 konnen dabei 
durch verschiedene Implantationen eines n-leitenden Dotier- 
stoffes, wie beispielsweise Phosphor oder Arsen, erzeugt 
werden. Als p-leitender Dotierstoff ist Bor geeignet. 

Das Konzept des in Fig. 5 dargestellten LDMOS-Transistors hat 
den wesentlj-chen Vorteil einer sehr kurzen Kanallange im 
Bereich der Bodyzone 4 unterhalb der Gateelektrode G zwischen 
der Sourcezone 6 und dem durch die epitaktische Schicht 2 
gebildeten Bereich von Drain. Aufierdem sind hier die Source- 
zone 6 sowie Bodyzone 4 in Bezug auf Gate 11 selbst j ustiert, 
worauf bereits oben hingewiesen wurde. Diese Selbst j ustierung 
ist mit erheblichen Vorteilen hinsichtlich reduzierter Para- 
meter-Streuungen fur insbesondere Schwellspannung, Einschalt- 
wider stand usw. verbunden. 

Nachteilhaft an dem LDMOS-Transistor von Fig. 4 ist aber 
dessen begrenzte Spannungsf estigkeit : diese ist auf einen 
ungunstigen Verlauf von Potentiallinien 12 zuriickzuf uhren, 
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welche bei hohen, an der Drainelektrode D anliegenden Span- 
nungen erhebliche Biegungen speziell im Bereich unterhalb der 
Isolierschicht 9 zeigen, so dass dort Bereiche 13 vorliegen, 
in welchen elektrische Durchbruche ohne weiteres auftreten 
konnen. Bei wirtschaf tlich annehmbaren Einschalt-Widerstanden 
des LDMOS-Transistors ist so dessen Spannungsf estigkeit auf 
etwa 60 V begrenzt (vgl. hierzu B.I. Baliga, Modern Power 
Devices, 1987, Krieger Publishing Company, S. 81, 83 und 88, 
und s. Merchant et al, High Performance 13-65V rated LDMOS 
transistors in an advanced Smart Power Technology, ISPSD 
1999) . 

Urn diese begrenzte Spannungsf estigkeit zu erweitern, wurde 
bereits an ein alternatives Konzept gedacht, namlich den so 
genannten RESURF- (REduced SURface Field-) LDMOS-Transistor , 
bei dem sich die Bodyzone - hier auch bei dem oben angenomme- 
nen Leitungstyp als p-Wanne bezeichnet - uber die gesamte 
Flache des Bauelementes hinzieht. Hierzu wird auf die Fig. 6 
verwiesen, in welcher ein solcher RESURF-LDMOS-Transistor mit 
einer p-leitenden Wanne 14 und einer n-leitenden RESURF-Zone 
15 gezeigt ist. Diese RESURF-Zone 15 erfordert eine zusatzli- 
che Implantation und bildet eine Verbindung zwischen Source 
und Drain. Bei hohen Spannungen, die an der Sourceelektrode S 
und der Drainelektrode D anliegen, ist die RESURF-Zone 15 an 
Ladungstragern vollstandig verarmt, was zu einem gunstigen 
Verlauf der Potentiallinien 12 f uhrt . Damit ist der RESURF- 
LDMOS-Transistor der Fig. 6 fur hohere Spannungen besser 
geeignet als der LDMOS-Transistor von Fig. 5. 

Ein erheblicher Nachteil des RESURF-Konzeptes von Fig. 6 
liegt aber darin, dass die Kanallange zwischen der Sourcezone 
6 und der RESURF-Zone 15 unterhalb des polykristallinen Sili- 
ziums von Gate 11 in der Wanne 14 nicht mehr selbst j ustiert 
mit der Struktur des polykristallinen Siliziums ist, so dass 
sie im Hinblick auf niedrige Schwankungen, die f ertigungsbe- 
dingt ohne weiteres auftreten konnen, langer ausgewahlt wer- 
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den muss als bei dem LDMOS-Transistor von Fig. 5 (vgl. hierzu 
auch T. Efland a.a.O.). Es treten hier speziell Probleme 
infolge von Masken-De j ustagen auf. 

5 Wunschenswert ware es also, das Konzept eines optimierten 

Einschaltwiderstandes infolge eines selbst justierten Kanales 
(vgl. Fig. 5) mit dem Konzept einer hohen Spannungsf estigkeit 
Dank eines optimalen Verlaufes der Potentiallinien infolge 
der RESURF-Wirkung (vgl. Fig. 6) zu vereinigen. 



Urn dieses Ziel zu erreichen, wurde bereits daran gedacht, die 
SOI- ( Silicon-on-Insulator- ) Technik einzusetzen, die es infol- 
ge einer Verarmung aus dem vergrabenen Oxid erlaubt, einen 
selbst justierten Kanal mit hoher Spannungsf estigkeit kompati- 
15 bel zu machen. Aufierdem ist bereits vorgeschlagen worden, in 
Bulk-Silizium einen RESURF-Transistor im LDMOS -Konzept mit 
abgestufter Epitaxieschicht in einer Wanne vorzusehen (vgl. 
Merchant a.a.O.). 

20 In Fig. 7 ist ein solcher RESURF-Transistor gezeigt: eine n- 
leitende schichtartige RESURF-Zone 15 ist hier in eine p- 
leitende Wanne 14' eingebettet. Die RESURF-Zone 15 wird dabei 
vor der Feldoxidation zur Bildung der Isolierschicht 9 fla- 
) chig uber. den aktiven Bereich des LDMOS-Transistors implan- 



25 tiert. Die p-leitende Wanne 14 die zusammen mit der RESURF- 
Zone 15 den RESURF-Ef f ekt ermoglicht, deckt auch den aktiven 
Bereich des LDMOS-Transistors bis auf ein kleines Fenster 
unterhalb von Drain, um einen Anschluss zur untenliegenden 
Schicht zu ermoglichen, ab. Die fuhrt zu einer "doppelten" 

30 RESURF-Wirkung, bei der die Wanne 14 1 bei hoher anliegender 
Drain-Spannung auch von unten verarmt wird. Bei diesem 
RESURF-Transistor ist zwar der Kanal Polysilizium selbstjus- 
tiert. Die p-leitende Wanne 14 1 ist aber gegenuber Drain 
dejustiert (vgl. Dejustage 8 in Fig. 7). 



10 




35 
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Beide Konzepte, also SOI-Technik und Bulk-Silizium, sind aber 
nicht uberzeugend, da sie einerseits einen relativ groflen 
Aufwand erfordern (SOI) und andererseits am RESURF-Prinzip 
mit den damit verbundenen Nachteilen f esthalten (Bulk) . 

* 5 

Ein Vorteil liegt darin, dass ein tiefer Bodybereich nicht 
die Siliziumoberf lache erreicht, so dass Dejustagen gegenuber 
Drain in geringeren Parameter-Schwankungen resultieren als 
bei einer Anordnung, bei der eine p-leitende Wanne ihre maxi- 

10 male Dotierung an der Oberf lache der Halbleiterschicht hat. 
Beim RESURF-Ef f ekt mit uberlappenden P- und n-leitenden Wan- 
w nen ist die dif f erentielle Dotierung sehr kritisch, da erne 
leichte Schwankung der Dotierung einer der Wannen einen gro- 
lien Einfluss auf die Verarmung hat. Mit einem tiefen Bodybe- 

15 reich gibt es in der Driftstrecke keine derartige Uberlap- 
pung . 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen LDMOS- 
Transistor vorzusehen, der sich bei einfacher Herstellbarkeit 

20 durch eine Selbst justierung seines Kanales und eine hohe 

Spannungsf estigkeit infolge eines gunstigen Verlaufes seiner 
Potentiallinien sowie durch niedrige Parameterschwankungen 
bei seiner Herstellung auszeichnet; aufierdem soil ein zweck- 
V_^| mafiiges Verfahren zum Herstellen eines solchen LDMOS- 

25 Transistors angegeben werden. 

Diese Aufgabe wird bei einem LDMOS-Transistor der eingangs 
genannten Art erf indungsgemafi dadurch gelost, dass die Body- 
zone mit wenigstens einem zusatzlichen Bodybereich des ande- 
30 ren Leitungstyps versehen ist, der sich unterhalb von der 

Bodyzone in der Halbleiterschicht befindet und den seitlichen 
Rand der Bodyzone in Richtung auf die Drain-Anschlusszone hin 
uberragt. Durch Bodyzone und zusatzlichen Bodybereich wird so 
ein "tiefer Body" gebildet. 

35 
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Vorzugsweise sind anstelle eines zusatzlichen Bodybereiches 
mehrere zusatzliche Bodybereiche vorgesehen sind, die mit 
zunehmender Tiefe in der Halbleiterschicht sich weiter auf 
die Drain-Anschlusszone zu erstrecken. Es ist aber auch mog- 
5 lich, dass nur ein zusatzlicher Bodybereich sich grofiflachig 
unter einer RESURF-Zone des einen Leitungstyps befindet. 

Wesentlich an dem erf indungsgemaften LDMOS-Transistor ist 
also, dass unterhalb der Bodyzone wenigstens ein zusatzlicher 

10 Bodybereich ausgebildet ist, der sich in Richtung auf Drain 

hin ausdehnt, wodurch aufgrund der Verarmung des pn-Ubergangs 

* zwischen der Halbleiterschicht und dem tiefen Body an La- 
dungstragern die Potentiallinien bei hoher anliegender 
Drainspannung einen quasi-eindimensionalen Verlauf annehmen, 

15 was fur eine Optimierung der Spannungsf estigkeit wesentlich 
ist . 

Bei dem erf indungsgemaften LDMOS-Transistor bleiben die Vor- 
teile der Selbst j ustierung zwischen Gate und Kanal erhalten. 
20 Es treten auch nur geringe Parameterschwankungen auf. Ein 

vorteilhaf tes Verfahren zum Herstellen des erfindungsgemaiien 
LDMOS-Transistors ist in Patentanspruch 9 angegeben: Vor der 
Abscheidung des polykristallinen Siliziums zur Bildung von 



Gate wird. der wenigstens eine zusatzliche Bodybereich durch 



wenigstens einen zusatzlichen Bodybereich zur Realisierung 
des tiefen Bodys vor der Feldoxidation zur Bildung einer 
dicken Isolierschicht in der Halbleiterschicht einzubringen . 

30 Es sei angemerkt, dass der eine Leitungstyp in bevorzugter 

Weise der n-Leitungstyp ist. Es kann sich aber ebenso urn den 
p-Leitungstyp handeln. Aufierdem sind als Halbleitermaterial 
neben Silizium auch Siliziumcarbid, Verbindungshalbleiter 
usw. fur den erfindungsgemaiien LDMOS-Transistor anwendbar, 

35 worauf eingangs bereits verwiesen wurde . 




25 



tiefe Implantation realisiert. Ebenso ist es moglich, den 



10 



30 
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Nachfolgend wird die Erfindung anhand der Zeichnungen naher 
erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine Schnittdarstellung durch ein erstes Ausfuh- 

rungsbeispiel des erf indungsgemafien LDMOS-Tran- 
sistors, 

Fig. 2 eine Schnittdarstellung durch eine Abwandlung des 

LDMOS-Transistors von Fig. 1, 

Fig. 3 eine Schnittdarstellung durch ein weiteres Aus- 

f uhrungsbeispiel des erf indungsgemafien LDMOS- 
Transistors, 



15 Fig. 4 eine Schnittdarstellung durch ein weiteres Aus- 

f uhrungsbeispiel des erfindungsgemalien LDMOS- 
Transisors, 

Fig. 5 eine Schnittdarstellung durch einen herkommlichen 

2 0 LDMOS-Transistor, 

Fig. 6 eine Schnittdarstellung durch einen weiteren 

herkommlichen RESURF-LDMOS-Transistor und 

w 

25 Fig. 7 eine Schnittdarstellung durch einen anderen her- 

kommlichen LDMOS-Transistor . 

Die Fig. 5 bis 7 sind bereits eingangs naher erlautert wor- 
den . 



Im Folgenden werden fur einander entsprechende Bauteile je- 
weils die gleichen Bezugszeichen verwendet. 



35 



Fig. 1 zeigt ein erstes Ausf uhrungsbeispiel des erf indungsge- 
mafien LDMOS-Transistors, das in besonders zweckmaMger Weise 
die Vorteile des bestehenden LDMOS-Transistors von Fig. 5 und 
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des bestehenden RESURF-LDMOS-Transistors von Fig. 6 miteinan- 
der vereinigt: wie beim bestehenden LDMOS-Transistor von Fig. 
5 ist auch bei dem Ausf uhrungsbeispiel von Fig. 1 der Kanal 
in der Bodyzone 4 in Bezug auf das polykristalline Silizium 
von Gate 11 selbst j ustiert . Aufierdem liegt ein glinstiger 
Verlauf der Potentiallinien 12 bei hoher, an der Draine- 
lektrode D liegender Spannung vor, so dass eine grolie Span- 
nungsf estigkeit vorhanden ist. 

Dieses Ziel wird durch zusatzliche, p-dotierte Bodybereiche 
16, 17 unterhalb der Bodyzone 4 erreicht . Diese zusatzlichen 
Bodybereiche 16, 17 erstrecken sich seitlich iiber die Bodyzo- 
ne 4 hinaus und konnen bis unter die dicke Isolierschicht 
(Feldoxid) 9 reichen. Dabei ist es moglich, beispielsweise 
nur einen zusatzlichen Bodybereich, also etwa den Bereich 16, 
angrenzend an die Bodyzone 4 vorzusehen. Es konnen aber auch 
mehr als zwei zusatzliche Bodybereiche 16, 17 vorhanden sein. 

Wesentlich ist lediglich, dass durch diese zusatzlichen Body- 
bereiche 16, 17, die den bereits erwahnten "tiefen Body" 
bilden, ein quasi-eindimensionaler Verlauf der Potentialli- 
nien 12 bei hohen Drainspannungen erreicht wird, so dass 
diese Potentiallinien 12 praktisch parallel zueinander mit 
groftem Kr.ummungsradius aus dem Gebiet zwischen dem tiefen 
Body und dem n + -leitenden Buried Layer 3 mehr oder weniger 
senkrecht nach oben auf die dicke Isolierschicht 9 zu verlau- 
f en . 

Aus Fig. 2 ist zu ersehen, dass bereits eine geringfugige 
Ausdehnung 18 des zusatzlichen Bodybereiches 17 zu einer 
weiteren Glattung der Potentiallinien 12 fuhrt und allein 
durch diese Ausdehnung 18 eine Erhohung der Spannungsf estig- 
keit urn mehrere Volt zu erreichen ist. Messungen haben ge- 
zeigt, dass bereits mit einem einzigen zusatzlichen Bodybe- 
reich, etwa dem Bodybereich 16, eine Erhohung der Spannungs- 



Infineon Technologies AG 
Siemens AZ: 2002 P 13399 
Erfindungsmeldung: 2002 E 13186 DE 



12347 



festigkeit erhalten wird, welche in der Groftenordnung von 
10 V liegt. 

Die Dotierungskonzentrationen in den zusatzlichen Bodyberei- 
' 5 chen 16, 17 konnen in der gleichen Hohe wie die Dotierungs- 
konzentration der Bodyzone 4 sein. Gegebenenf alls sind fur 
diese zusatzlichen Bodybereiche 16, 17, abhangig von ihrer 
Ausdehnung und Gestalt, aber auch hohere Oder geringere Do- 
tierungskonzentrationen als in der Bodyzone 4 moglich. Von 
10 entscheidender Bedeutung ist lediglich, dass durch diese 
zusatzlichen Bodybereiche 16, 17 die gewunschte, quasi- 
eindimensionale Struktur der Potentiallinien 12 speziell im 
Bereich unterhalb der dicken Isolierschicht 9, also unterhalb 
des Feldoxides, eingestellt wird. Im tiefen Body ist die 
15 Dotierung jedenfalls so einzustellen, dass der eindimensiona- 
le Potentialverlauf dank der Verarmung des Uberganges zwi- 
schen der epitaktischen Schicht 2 und dem Bodybereich er- 
reicht wird. 

20 Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausf uhrungsbeispiel des erfindungs- 
gemaften LDMOS-Transistors mit einer groflf lachigen n-dotierten 
RESURF-Zone 15' und einem ebenfalls groftf lachigen zusatzli- 
chen Bodybereich 19. Auch bei diesem Ausf uhrungsbeispiel sind 
£ die Bodyzone 4 und die Sourcezone 6 in Bezug auf das polykri- 

25 stalline Silizium von Gate 11 selbst justiert , und die Poten- 
tiallinien 12 haben einen ahnlich gunstigen Verlauf wie bei 
dem bestehenden RESURF-LDMOS-Transistor von Fig. 6. Mit ande- 
ren Worten, auch dieses Ausf uhrungsbeispiel des erf indungsge- 
mafien LDMOS-Transistors zeichnet sich durch eine hohe Span- 

30 nungsf estigkeit aus. 

Bei der Herstellung des erf indungsgemafien LDMOS-Transistors 
konnen die zusatzlichen Bodybereiche 16, 17 bzw. 19, die den 
"tiefen Body" bilden, entweder vor oder nach dem Isolations- 
35 prozess, also der Erzeugung der dicken Isolierschicht 9 

(Feldoxid), gebildet werden. Bei einer Herstellung vor dem 
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Isolationsprozess wird eine Struktur entsprechend dem Ausfuh- 
rungsbeispiel von Fig. 1 erhalten, wahrend eine Erzeugung 
nach dem Isolationsprozess zu einer Struktur entsprechend dem 
Ausf uhrungsbeispiel von Fig. 2 fuhrt, da hier die Ausdehnung 
5 18 infolge der geringeren Eindringtief e der Implantation 
unterhalb der Isolierschicht 9 gebildet wird. Beim Ausfiih- 
rungsbeispiel von Fig. 3 wird die Dotierung der n-leitenden 
RESURF-Zone 15 1 bei der Bildung der Bodyzone 4 durch deren 
hohe Dotierung gegendotiert . 



Fig. 4 zeigt noch ein Ausf uhrungsbeispiel des erf indungsgema- 
Ben LDMOS-Transistors, mit einem p + -leitenden Buried Layer 3 1 
und nur einem zusatzlichen p-leitenden Bodybereich 16, der 
sich an die p-leitende Bodyzone 4 anschlieftt und seitlich in 
15 der n-leitenden Schicht 2 bis unter die Isolierschicht 9 
erstreckt. Auch hier wird der gewtinschte eindimensionale 
Verlauf der Potentiallinien 12 erreicht. Es sei noch ange- 
merkt, dass der Buried Layer 3 gegebenenf alls weggelassen 
werden kann . 



10 



20 
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Patent anspriiche 

1. LDMOS-Transistor mit 

- einer in einer Halbleiterschicht (2) des einen Leitungstyps 
vorgesehenen Bodyzone (4) des anderen, zum einen Leitungs- 
typ entgegengesetzten Leitungstyps, 

- einer in der Bodyzone (4) gelegenen hochdotierten Sourcezo- 
ne (6) des einen Leitungstyps, 

- einer in der Halbleiterschicht (2) im Abstand von der Body- 
zone (4) vorgesehenen hochdotierten Drain-Anschlusszone (8) 
des einen Leitungstyps und 

- einem Gate (11), zu dem die Bodyzone (4) selbst j ustiert 
ist , 

dadurch gekennzeichnet, dass 

- die Bodyzone (4) mit wenigstens einem zusatzlichen Bodybe- 
reich (16, 17; 19) versehen ist, der sich unterhalb von der 
Bodyzone (4) in der Halbleiterschicht (2) befindet und den 
seitlichen Rand der Bodyzone (4) mindestens in Richtung auf 
die Drain-Anschlusszone (8) uberragt. 

2. LDMOS-Transistor nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass mehrere zusatzliche Bodybereiche (16, 17) vorgesehen 
sind, die. mit zunehmender Tiefe in der Halbleiterschicht (2) 
sich weiter auf die Drain-Anschlusszone (8) zu erstrecken. 

3. LDMOS-Transistor nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der zusatzliche Bodybereich (19) unter einer RESURF-Zone 
(15 1 ) des einen Leitungstyps vorgesehen ist. 

4. LDMOS-Transistor nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Halbleiterschicht (2) uber einen buried layer (3) 
des einen oder anderen Leitungstyps auf einem Halbleitersub- 
strat (1) vorgesehen ist. 



Infineon Technologies AG 
Siemens AZ: 2002 P 13399 
Erfindungsmeldung: 2002 E 13186 DE 



12347 



5. LDMOS-Transistor nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass sich Gate (11) uber eine dicke Isdlierschicht (9) er- 
streckt . 

* 5 

6. LDMOS-Transistor nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der eine Leitungstyp der n-Leitungstyp ist. 

10 7. LDMOS-Transistor nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
^ dadurch gekennzeichnet, 

dass die Drain-Anschlusszone (8) in eine Pufferzone (7) des 

einen Leitungstyps eingebettet ist. 

15 8. LDMOS-Transistor nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, 
dass die zusatzlichen Bodybereiche (16, 17; 19) im Abstand 
von einem Buried Layer (3) angeordnet ist. 



20 9. Verfahren zum Herstellen des LDMOS-Transistors nach einem 
der Anspruche 1 bis 8, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass der wenigstens eine zusatzliche Bodybereich (16, 17; 19) 
|^ vor der Abs^heidung einer polykristallinen Siliziumschicht 
25 zur Bildung von Gate (11) durch mindestens eine Implantation 
realisiert wird. 

10. Verfahren nach zum Herstellen des LDMOS-Transistors nach 
einem der Anspruche 1 bis 8, 
30 dadurch gekennzeichnet, 

dass der wenigstens eine zusatzliche Bodybereich (16, 17; 19) 
vor der Bildung einer dicken Isolierschicht (9) auf der Ober- 
flache der Halbleiterschicht (2) durch mindestens eine Im- 
plantation realisiert wird. 
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11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, zur Bildung des LDMOS- 
Transistors nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Dotierung der RESURF-Zone (15 f ) im Sourcebereich zur 

Bildung der Bodyzone (4) gegendotiert wird. 
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Zusammenf as sung 
LDMOS-Transistor 

Die Erfindung betrifft einen LDMOS-Transistor, bei dem eine 
Bodyzone (4) mit zusatzlichen Bodybereichen (16, 17) versehen 
ist, so dass ein "tiefer Body" entsteht. Durch diesen tiefen 
Body wird ein quasi-eindimensionaler Verlauf der Potentialli- 
nien (12) erreicht, so dass die Spannungsf est igkeit erhoht 
wird. Die Selbst j ustierung zwischen Gate und Kanal bleibt 
erhalten; Parameterschwankungen sind reduziert. 



(Fig. 1) 
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Bezugszeichenliste 



1 Siliziumsubstrat 

2 Siliziumschicht 
3, 3 f buried layer 

4 Bodyzone 

5 Body-Anschlussgebiet 

6 Sourcezone 

7 Pufferzone 

8 Drain-Anschlussgebiet 

9 dicke Isolierschicht 

10 dunne Isolierschicht 

11 Gate 

12 Potent iallinien 

13 Bereich mit Durchbruch 

14, 14 f Wanne 

15, 15' RESURF-Zone 

16 zusatzlicher Bodybereich 

17 zusatzlicher Bodybereich 

18 Ausdehnung 

19 ^ ^zusatzlicher Bodybereich 
S Sourceelektrode 

G Gateelektrode 

D Drainelektrode 
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FIG 5 
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FIG 7 




Figur fur die Zusammenfassung 




